
図I18mm形｢サチコン+H9311とバイアスライト光源F8327
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電子部品･､ド導体の分野では,昭和51年怯も新二払ローの‡iH発放び従メミ聖･望トロ,

の改良が活発であり,多大の成果を挙げた(｡カラーテレビジョン川ブラウ

ン管では,従来の90J空インライン ストライプ カラーーブラウン管13～20形

の尊皇l打1系列に加えて,110性セルフ コンパーゼンスノJ式インライン ストラ

イプ カラー,ブラウン管として,昭和50年世の20形にリlき続き22形,26形を

ト;臼発,販売を開始したr_つ 重た析けい光イ本を川いて外光k射ヰ‡を人帖に帆i蛾

させた高コントラスト符を開発し, 一郎の製法【汀Ⅰに採川をし始めた｡

j戟保管では,放送用小形カラーカメラ川として世界の放送業界から注Fl

されている｢サチコン+(_でた錨商標)の,f壬三推プロセスの碓‾､工と才､Hl三の改洋を

行ない,内外の嵩要にこたえたく,また｢サチコン_+のJム範な汗ノ之を阿るたれ

_I二米川小形カラーカメラ用とLて-を形をIiHヲ己,払指化した.=.
液晶関係では､【17了利150年より_/-fiJヰ三をH朋台した取帥寺i汁川ブ夜品表′jミ素J′一の.i占

宮守の｢Jり__L二と生絹主力の叫強に成米を挙げ,凹｢勺の帖峠引-メーカーからのてJ7こ言要

州大にこたえた｢)- ∴方､う包r一∫いトト計第二機絹とLて無機シール純造のマル

チプレックス馬lヰ垂わの液.～了一夫ブ+七素†一の開写邑を子ナない,_王一書ヒ耗に成JリノLて-t杜!界の

江口を集めた｡8ビット マイクロ コンピュータとLてHMCS 6800をLJF了

ヰ‖51年7口に発光したが,フロッピー ディ スク,カセット磁1tテープ,

CRTディ スプレイなどの周辺装iF-:とのインタフェース部分のi設.汁を了靖他

にするため,デバイス コントローール†l】L SIを新たに系列に加え,し､っそ

う似いやすいものとLた｡

､トノ導体メモリでは,高地バイポーーラ メモり10117一柿を,H_､ソニ曽･望作J叶才州′1の

恨化膜アイソレー｢ション托術を川いて聞ヲ邑し,-MOSメモリでも,4Kビ

ットRAMをはじめ､1KビットのC-MO
SスタティックRAM,8Kビ

ットのEP-ROMノ之び32KマスクROMを開発し,メモリの系列強化を【､ズ】

ったし一 帖に32K ROMほ,一呪イf三人手打能なマスクROMとしては,址rミニJiビ

ット数を誇ってし､る〔つ
ダーリントン バワートランジスタは,抽近,寝業用機器,F上1軌-･巨梢う電装

機器などで,ICと組み†ナわせて,凹転機器,リ レーーー,ソレノイドなどの

駆動に仙われる例が抑え､その1宗+安が高ま/ノてし､るため,従来の0.5Aから

15Aまでのシリ【ズに加えて,新たにコンプリ メンタリ ダーリ ントン バ

ワHトランジスタ3系列6rlム柏を開発し,シリーズの允実を図った｡

Il/i利一52年も,単体をはじめリニアIC,ディジタルIC,メモリなどの

系列強化をl切る子て右である｡
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サチコン*の品質向上

18皿m形｢サナコン+(登録商標)H8397

は,小形･高性能カラー カメラ用の撮

像管として放送業界に普及してきたが,

その需要と,よりいっそうの高性能化

という要求に応ずるため,安定したプ

ロセスの確立と特性改善に努めた｡

更に,より広範囲への｢サチコン+の

普及を図るため,工業用カラー カメラ

用としてH9311を開発した｡H9311

は,一般撮像管とのカニ換性に重点をお

いて設計されており,同時に開発され

た発光ダイオード使用の,低消費電力,

軽量,かつイ氏価格のバイアス ライト

F8327とともに使用することによって,

既設の-カラ【 カメラへの組込みも容

易であり,その高品位化を可能にした

(図l)｡

注‥*㌍三Ⅰ三0ごトま登矧商標

液晶表示の現状と1専来

液晶表示のJ京理は,結晶と液体の両

方の物性を兼ねる高インピーダンスの

i夜晶分子を数ボルトの低電圧で制御す

るもので,他の多くの表示素子とは異

なり,消費電力が非常に小さく電池駆

動が可能である｡永年の基礎研究,開

発研究により,このユニークな特質を

最大限に引き出し,かつ高信頼性を保
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図2 従来方式と高コントラスト方式のカラーブラウン管けい光面構造の比較

証することに成功した｡すなわち,液

晶セルの完全無機シール化と電極保護

膜の才采用により5年以上の動作寿命を

得た｡ニの技術はディジタル時計の表

示部に適用され,国内の主要ディジタ

ル時計メーカーを始め1仕界の有力メー

カーからの引/告を受けている｡

また最近の成果では,液晶の時分割

駆動の技術開発に成功し,これを高信

束削牲の無機シール素子形成技術とを組

み合わせることで,ポケ､ソト電子式中

上計算機用の表示素子の製品化を行な

っている｡

これら時計,電了一式中上計算機用の

素子は大きな需要が期待され,今後は

性能の向上と自動化生産設ノ備の開発に

より,高品位,イ氏価格の製品を世界的

規模の市場に供給することが大きな課

題である｡更には,これら大量生産技

術を基盤として新しいディスプレイ製

品,キャラクタ ディ スプレイ(電子計

算機一端末表示),計測器,家庭電気

品,自動車用の各椎アナログ,ディジ

タル表示の分野への進出が期待されて

いる｡

高輝度コントラスト カラー ブ

ラウン管

従来のブラ､ソク マトリックス方式に

加え,ブラウン管のけい光体の育と赤

に顔料付けい光体を用いて,外光反射

率を大幅に低減させた高コントラスト

カラー ブラウン管を開発した｡顔料

のフィルタ効果により,コントラスト

はJIS測定法で24%向上し,ブラウ

ン管けい光面にあたる外光(自然光,

白熱電球,白色けい光燈,畳色けい光

燈など)に対し,(1)青色けい光体は

青以外の赤や緑の成分を,(2)赤色け

し一光体は亦以外の青や繰の成分を[吸収

して反射を低i成し,色再現範囲が格段

に向上した美しい鮮明な画像が得られ

た｡顔料使用による明るさの低下をけ

い光体塗布技術の改善で補うだけでな

く,逆に4%向上させた｡本製品はコ

ントラスト,明るさとも従来の水準を

しのぐ高性能カラー ブラウン管であ

る(図2)｡

110度偏向インライン ストライ

プ カラーブラウン管

110度セルフコンパーゼンス方式イン

ライン ストライプカラーー ブラウン管

として,昭和50年の20形に引き続き,

22形,26形(図3)管を開発し量産した｡

このシり∽ズは,独自の人【1径電子銃及

びセミトロイデル偏向コイルを才采用し,

新磁界制御素子の使用によって,高解

像度,セルフコンパーゼンスを実現し,

同時に従来の110度管に比較して大幅

な省電力化を図っている｡

本シリーズの110度大形管はコンパー

ゼンス回路を全く必要としない完全な

セルフコンパmゼンス方式としては世

界で初めてのものであり,業界の注目

…姦

図3 26形I10度インライン ストライプ

偏向ヨークイ寸カラー ブラウン管

を集めている｡特に110度管が主力の

欧州市場で高い評価を受けており,今

後の需要の増大が期待されている｡

フルアディティブ方式のプリン

ト回路板

プリント回路板は,従来ほとんどが

銅張り積層板のエ､ソテング方式で製造

されている｡しかし,より低コスト化

を図るには,回路パターンを絶縁板の

上に,化学銅めっきで直接形成するフ

ルアディティブ方式による製造法が有

利であり二,三実用化されている｡し

かし,従来のフルアディティブ方式は

経i斉性,信頼件ともに十分でない面が

あっ七｡今回,開発したAP一ⅠⅠ法は上記

欠点を解決した新しい製造法である｡

その特長は,(1)工数がエッチング

方式の約÷である｡(2)高信頼度のめ

っき膜が得られ,しかも高速の化学鋼

めっき液を用いている｡(3)自動化に有

利な部分めっき法であるなどである｡

図4は,AP一ⅠⅠ法によるプリント回

路板のスルーホール信頼性を示すもの

で,民生機器への広し一遍用が期待され

る｡

半 導 体

ICメモリ系列の弓亀イヒ

コンビュⅥタ主記憶用メモリをはじ

め,周辺端末用,マイクロ コンビュー
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図4 熟衝撃サイクルによるプリント回路板のスルーホール信頼性 図5 マイクロ コンピュータ周辺LSl

基材:紙フェノール積層板
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タ用に半導体メモリが広く採用されつ

つある｡このたび,IC(集積回路)メ

モリの系列強化のため,次のようなバ

イポ)ラ メモリとMOS(MetalOxide

Semiconductor)メモリの製品を開発

した｡

高速バイポーラ メモリ10品種は,

日立製作所独自の酸化膜アイソレーシ

ョン技術を用いて開発した｡入出力は

TTL(Transistor-Transistor Logic)

コンパチブルとECL(EIⅥitter Coupled

Logic)コンパチブルで,集積度は256

ビットと1,024ビットである｡シリコン

(100)結晶面を用いた上記アイソレー

ション技術の才采用で,チップ サイズ

の減少による低コスト化と寄生容量の

減少による高速化を実現Lた｡.なかで

もHM2110-1は1,024ビットでアクセ

ス時間25ナノ秒以下という高速を誇っ

ている｡

NチャンネルMOS4KビットRAM

(Random Access Memory)に次の3

品種が新たに開発され,ラインアップ

に加わわった｡実装密度の向上と低コ

ストの用途には16ピンのHM4704があ

る｡アドレス マルチ方式を採用してお

り,アクセス時間も従来タイプと同様

の200ナノ秒を推持しながらパッケー

ジが′+＼形化されている｡高速性を要求

する用途には4MOS/セル方式のメモ

リ セルを用いた22ピン タイプがある｡

出力形式が,電卓充センスのHM4710は

アクセス時間が100ナノ秒以下で,TTL

コンパチブルのHM4711-1はアクセス

時間が130ナノ秒以下である｡
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遵望ハ三

更に,1KビットのC(Complemen-

tary)-MOSスタティックRAMと8K

ビットのEP(Erasable Electricaly

ProgrammableトROM(Read Only

Memory)も開発され,ラインアップに

加わっている｡32K ROM(HN46532)

は,現在入手可能なマスクROMとし

ては最高のビット数を誇っている｡主

記憶用メモリの高集積化に備え16Kビ

ットRAMが開発されており,近い将

来RAMの主流として成長が期待され

る｡

表l デバイス コントロール用LSlの概要

8ビットマイクロ コンピュータ

HMCS6800系列の強イヒ

マイクロ プロセッサの応用が進むに

つれ,簡単になったデータ処理部の設

計に比較して,このマイクロ プロセッ

サとフロッピー ディスク,カセ､ソト磁

気テープやCRT(Cathode Ray Tube)

ディスプレイなどの周辺装置とのイン

タフェース部分の設計の繁雑さが問題

となってきた｡これらのインタフェー

品 種 用 途 パッケージ 電三原 主 な 特 徴

HD46502

カセット磁気テー

プ制御

40ピンデュア

ルインライン

セラミック

5V

のみ

●1SOテ'一夕フォーマット

●マイクロプロクうムによる仕様

変更可

●10種の標準マクロ命令

HD46503
フロッピーテざィス

ク制御

// //

●lBM3了40コン/〈チプルデータ

フォーマット

●CRCチェッカー/ジェネレータ内蔵

●10種のマクロ命令

HD46504 DMA制御 // //

●4チャネル制御可能

●3DMAモード

●データチェイン機能

●lメガバイト/秒転送

HD46505

CRTデイスプレ

イ制御

●スクリーンサイズ/キャラクタサイ

ズプログラム可能

●カーソル制御

●キャラクタ単位表示制御可能



表2 日立ガラス高圧ダイオード仕様

l 最 大 許 容 格

項 目 記 卓夜 型更 Y18TA YI8L+ Y15LG Y15LE Y16LC Yt6+A 備 考

定格せん亘頁逆耐電圧

過;度せん至頁逆而寸電圧

白梅平均順電流

口ち

帖尺〟

lちs〟

kV 20 18 16 14
l 12 10

kV 24 22 19 17 14 12

ほ.75kHz 容量負荷
わ mA 3 3 3

疋

定格せん頭過電流

動作接合温度

保存温度

仁s+V A 0.5

-40一一･十120

0.5 0_5

1･

丁∫亡g

Oc

Oc

肝40～＋120 -40～十120

-40九十150-40～＋150 -40--･＋150

乙･_軍
逆

…
一
流諜

順 電 圧 降 下

逆 回 復 電 流

咋､〟

Jrp

〃A

V

mA

2.OMAX

50MAX

2.5MAX

2.OMAX

50MAX

2.5MAX

2.OMAX

50MAX

2.5MAX

叫～=帆尺〃

ん･〃=5mA

逆回復電;充測定条件参照-

*う主:* 逆回復電:充測定条件

*逆回復電流測定条件

こvRm
ヒ墨叫巨
(入力パルス)

ス回路は,従来100～200個のTTL

(Transistor-Transistor Logic)を必

要としたものである｡日立製作所では,

これらのほとんどすべてをそれぞれ1個

のLSI(大規模集積回路)に集積する

と同時に,装置を制御するためのプロ

グラムも,あらかじめ用意されたマク

ロ命令を使って書くことができ,70ロ

グラム時間,メモリ容量を節約するこ

とができる一連のデバイス コントロ∽

ル用LSIの開発を進めている(図5)｡

表1に品種の概要を示す｡

Y15,Y18;V糾=-40V

Y16;V克0=【30V

表3 日立ダーリントントランジスター覧表

1k(2

0.01/jF

｢｢Tl
150kく之

0-400V

(試験回路)

100Q

20kVガラス高圧ダイオード

テレビジョン用日立ガラス高圧ダイ

オードY15/16は,低壬員失で高温動作特

性に優れ,ガラス モールドにより耐湿

性,耐電圧寿命にも高信頼度を持って

いる｡

更には,不燃性で小形軽量という特

長を持ち,テレビ高圧啓子先回路の小形

化を容易にし,市場でも高い評価を得

ている｡最近は,画面サイズの大形化,

フライバックトランスと高圧デイオー

ロロ 名*
外形

(+ED巨C)

R=(W)
(丁｡=25匂C) ycEO(∨) J｡(A)

(んFE)
(MIN値)

備 考

2SC1876(吟 TO-39
0.8

(Ta=Z50c)
70 0.5 2.000 ハンマドライ■7用

ソレノイド駆動用

計器駆動用

2SC1879(功

2SC1881(砂

TO-39 8 t20 2.0 l′000

TO-Z20AB 30 60 3.0 l.000

2SC1884㊥ TO-66 40 120 8.0 l′000

ZSC 2I65恒) TO-33 8 120 5.0 t′000

2SC 472但) TO- 3 80 100 lD l.000 電装用

ソレノイド駆動用2SC4了3㊥

2SC528㊥

TO-3 100 一口8 15 l′000

TO-3 100 500 8.0 350 イグナイタ用

電源用2SC 650㊥■ TO-3 80 400 6.0 500

2SB638(砂

2SD628(軒
TO-3 80 100 10 t′000 電動機駆動用

低周波増幅用
2SB650申)

ZSD6了0(可
TO-3 100 100 15 l′000

2SB639㊥2SD6了0㊥
TO-3 100 tOO 10 t′000 日本電信電話公社認定晶

注:* NPN/PNPを表わす｡PNPトランジスタの負符号は省略する｡

S

JF=2mA

Jrp

(電沫波形)

ドとを一体化したマルチシングル整流

方式への移行などにより,更に高耐圧

のガラス高圧ダイオードの要求がなさ

れてきた｡

既に製品化されているY15/16(16kV/

12kV･3mA)に加えて,今回20kV-3mA

の高圧ダイオードY18を開発し,･一連

の日立ガラス高圧ダイオードをシリー

ズ化した(表2)｡

パワー トランジスタ製品系列

の弓虫イヒ

産業用機器,コンピュータ端末機器,

自動車用電装機器などでIC(集積回

路)とパワmトランジスタを使って回

転機器,リレ肝,ソレノイド コイルな

どを駆動する例が増加し,電流増幅率

(わFE)の高いダーリントン バワート

ランジスタの需要が高まっている｡こ

のような要求に応ずるため日立製作所

ではダⅦリントン バワートランジス

タを小電流0.5Aから大電流15Aまで9

品種をシリーズ化,量産中である｡

更に上記シリーズに加えて,電動機

制御などの用途に不可欠な定格,特性

のよくそろった極性の異なるコンプリ

メンタリ グ耶リントン バワートラン

ジスタぎ系列,6品種の開発を完了し,

シリーズの充実を図った｡

これらの製品の主要特性を表3に示

す｡

51




